















論  文  題  目  
 
機 能 デ バ イ ス に 対 す る 薄 膜 の 内 部 応 力
及 び 表 面 形 状 に 関 す る 研 究  
 
 
Study on Internal Stress and Surface Morphology  




































有することが知られている水素化アモルファスカーボン（以下では a-C :H と
略す）に着目し，PECVD(Plasma Enhanced  Chemica l  Vapor  Depos i t i on )法
で作成した場合の内部応力発生機構のモデル化と内部応力の緩和法とについ
て述べている。  
PECVD法 に よ る a-C :Hの 薄 膜 は ， プ ラ ズ マ 中 で メ タ ン か ら 生 成 し た CH 3
ラジカルが，薄膜表面近傍の未結合手と結合して黒鉛型（ sp 2 -C結合）の２
次元的ネットワークを形成しつつ成長すると考えられている。内部応力の発
生機構は，プラズマ中で CH 3ラジカル等と同時に生成した炭素イオンが，こ













供給ガス圧力の増加は，水素含有量の増加と sp 2 -C結合の増加を伴ってい










































波数をゼロに近づけたときの PSDの極限値を A， PSDプロットが折れ曲がる
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